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1.2
 

W 光纤输出2
 

μm锑化物半导体激光器

  锑化物作为窄带隙半导体材料,禁带宽度覆盖

1.5~5
 

μm波段,已成为中红外波段半导体激光器理

想的材料体系。锑化物半导体激光器是一类新型激光

器,利用其产生短波红外(2
 

μm)激光是目前国内外的

研究热点。锑化物半导体激光器可为红外激光对抗、
生物显微成像、医学照明、激光泵浦、塑料焊接等提供

优质光源。
本单位与中国科学院半导体研究所合作,自2017

年以来开展了2
 

μm波段锑化物半导体激光器技术及

其应用研究。2
 

μm波段锑化物半导体激光器基于量

子阱外延层生长技术以锑化物为基底制备而成,具有

高可靠性脊波导结构和法布里-珀罗腔型,能够输出

2.0
 

μm波段的1
 

W量级激光。锑化物半导体激光芯

片采用COS(chip
 

on
 

submount)封装方式,耦合方式

为楔形光纤透镜直接耦合。耦合光纤采用芯径为

105
 

μm的石英玻璃光纤,合束光纤的芯径为200
 

μm,
完成七合一输出。锑化物半导体激光器的光路结构与

实物图如图1所示。

图1 锑化物半导体激光器的光路结构及实物图。(a)光路结构;(b)实物图
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  锑化物半导体激光器光纤输出模块的功率和光谱

输出特性如图2所示。实验中,单管COS芯片的输出

激光功率为0.5
 

W,耦合光纤经7路合束后的输出功

率达到了1.25
 

W,耦合与合束效率为35.7%。光纤

透镜端面未进行镀膜处理,导致了一定的耦合损耗,这
是导致耦合效率较低的重要因素。如果后期将端面进

行镀膜处理,耦合输出功率将会进一步提升。输出激

光光谱分布在2040~2070
 

nm 范围内,呈树状谱分

布,线宽为30
 

nm。利用CCD测量光纤输出端的激光

近场光斑分布,测量结果如图3(a)所示,整体呈高斯

分布。激光输出的远场光斑分布如图3(b)所示,整体

上呈平顶分布。基于实验室环境的水冷平台,在85%
功率工作点下,测得该激光器的24

 

h功率稳定性(均
方根,RMS)为0.5%,如图4所示。

图2 锑化物半导体激光器输出激光的参数。(a)P-I-V(功率-电流-电压)曲线;(b)光谱
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图3 锑化物半导体激光器输出的激光光斑。(a)近场光斑;(b)远场光斑
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图4 锑化物半导体激光器的24
 

h功率稳定性
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